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I. 概要

近年、相変化メモリーの消費電力を少なくするべく、メモリーセルの小型化が進んでおり、そのサイズは十数

nm に達しようとしている。しかしながら、ナノサイズの金属や半導体の物性は盛んに研究されているものの、半金

属や狭ギャップ半導体に属する材料であるカルコゲナイドは十分に研究されていない。そこで我々は、カルコゲ

ナイドのナノ構造の物性を把握することを目的として研究を開始した。本発表では、カルコゲナイドの代表的な

材料として Sb2Te 3 を選び、ナノ構造作製とその組成分析を行ったので報告する。

II. 実験方法

基板上に Sb2Te3 の極薄膜を室温でスパッタ堆積させ、その後アニールすることによりナノ構造を得た。基板とし

て、原子レベルで平坦であり、かつ表面で原子が拡散しやすいと思われるグラファイト材（HOPG）を用いた。

Sb2Te3 の成膜では、バッフル機能付き特殊シャッターを使用する事により厚さ 5 nm の微量成膜を実現した。アニ

ールは Ar ガス雰囲気中で温度 Ta℃ (Ta = 200, 250) にて 5 min 保持する条件にて行った。Ta℃に至る昇温速

度は 10℃/ min とした。ナノ構造の観察は、走査型電子顕微鏡(SEM)および原子間力顕微鏡(AFM)によって行

い、組成分析をエネルギー分散型 X 線分析装置(EDX)で行った。

III. 実験結果

Fig. 1 に、アニール温度 200℃ (a)、250℃ (b) にて作製した各試料の SEM 像を示す。200℃でアニールした

試料の表面には直径 10～25 nm 程度のナノ粒子が均一に生成しているのに対し、より高温の 250℃でアニール

した試料には針状構造が成長していることがわかる。このナノ針は、長さは数十 nm から数百 nm と広範囲にわ

たっており、幅は 20 から 50 nm 程度である。そして基板に平行に成長するだけでなく、直立方向に成長するもの

もあることがわかった。Fig. 2 はナノ針の AFM 像である。(a)は上面図、(b)は A-B での断面図である。上面に平坦

な部分が観察されており、高さと同等のサイズであることから形状は四角柱であると推定している。尚、EDX 分析

結果については発表当日に報告する。

Fig. 1 The SEM images of nano-structure produced 
by annealing at 200℃ for 5 min (a) and 250℃ for 5 
min (b). Nano-particles and nano-needles were
observed.

Fig. 2 (a): Top view and (b): Cross-sectional view of 
AFM images. Flat portion was observed.

参考文献 H. Uratsuji et al, The proceedings of PCOS 2013, p.80-81.
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